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@ Bestrahlungseinrichtung.

@ Die Bestrahlungseinrichiung zum Trocken und/oder Harten von Farben, Lacken und &hnlichen Beschichtun-
gen (13,14) weist mindestens einen UV-Hochleistungsstrahler mit einem mit Flillgas gefllltem Entladungsraum
(3) auf. Das darin enthaltene Flillgas sendet unter Einfluss von stillen elektrischen Entladungen Strahiung aus.
Der Entladungsraum (3) ist von Winden (1,2) begrenzt, wobei mindestens eine Wand aus dielekirischem
Material besteht und fiir die im Entladungsraum (3) erzeugt Strahlung durchldssig ist. Ein Elekirodenpaar (4,5)
mit einer an die beiden Elekiroden angeschlossenen Wechselstromquelle (10) dient zur Speisung der Entladung.
Der Behandlungsraum (8) grenzt unmittelbar an das Dielektrikum (1,2) an. Die Elektroden (4,5) sind vom dem
unmittelbar benachbarten Dielekirikum beabstandet. Die Ankopplung der elektrischen Energie von den Elekiro-
den in den Entladungsraum erfolgt im wesentlichen kapazitiv. Auf diese Weise bilden sich neben den
Entladungen im eigentlichen Entladungsraum (3), die fur die Erzeugung von UV- bzw. VUV-Strahlung verantwort-
lich sind, auch in den Behandiungsrdumen (6,7) elekirische Entladungen aus, die neben der im Entladungsraum

" (3) entstehenden Sirahlung =zusdizlich auf die besagten Beschichtungen katalytisch einwirken und die

Trocknung/Hartung der Beschichtung (13,14) wesentlich beschleunigen.
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TECHNISCHES GEBIET

Die Erfindung bezieht sich auf eine Bestrahlungseinrichtung zur Trocknung und/oder Hartung von
Farben, Lacken und dhnlichen Beschichiungen. Sie betrifft insbesondere einen derartige Einrichtung mit
mindestens einem UV-Hochleistungsstrahler, vorzugsweise einem Excimer-Strahler, mit einem mit Flllgas
geflilltem Entladungsraum, wobei das Fillgas unter Einfluss von stillen elekirischen Entladungen Strahlung,
vorzugsweise Excimer-Strahlung, aussendet, der Entladungsraum von Wéanden begrenzt ist, von denen
mindestens eine Wand aus dielekirischem Material besteht und flir die im Entladungsraum erzeugt
Strahlung durchl8ssig ist, mit einem Elektrodenpaar, einem unmittelbar an eine der Winde des Entladungs-
raums angrenzenden Behandlungsraum, und mit einer an die beiden Elekiroden angeschiossenen Wechsel-
stromquelle zur Speisung der Entladung.

Die Erfindung nimmt dabei Bezug auf die Européische Patentanmeldung 87109674.9 vom 06. Juli 1987
mit der Verdffentlichungsnummer 0 254 111 oder auf das schweizerische Patentgesuch 152/88-7 vom 15.
Januar 1988 der Anmelderin.

TECHNOLOGISCHER HINTERGRUND UND STAND DER TECHNIK

UV- und VUV-Hochleistungsstrahler des eingangs genannten Typs wurden erstmals im Vortrag von
U.Kogelschatz "Neue UV- und VUV-Excimerstrahler” an der 10. Vortragstagung der Gesellschaft Deutscher
Chemiker Fachgruppe Photochemie, Wiirzburg 18.-20. November 1987 der Offentlichkeit vorgestellt. Eine
mehr ins Detail gehende Beschreibung dieses. neuen Strahlertyps findet sich in dem Aufsatz von B.Eliasson
und U.Kogelschatz "UV Excimer Radiation from Dielectric-Barrier Discharges™ in der Zeitschrift Appl.Phys.B
46, 299 - 303 (1988).

Dieser Hochleistungsstrahler kann mit grossen elektrischen Leistungsdichten und hohem Wirkungsgrad
betrieben werden. Seine Geometrie ist in weiten Grenzen dem Prozess anpassbar, in welchem er
eingesetzt wird. So sind neben grossfldchigen ebenen Strahlern auch zylindrische, die nach innen oder
nach aussen strahlen, méglich. Die Entladungen kdnnen bei hohem Druck (0.1 - 10 bar) betrieben werden.
Mit dieser Bauweise lassen sich elekirische Leistungsdichten von 1 - 50 KW/m? realisieren. Da die
Elekironenenergie in der Entladung weitgehend optimiert werden kann, liegt der Wirkungsgrad solcher
Strahler sehr hoch, auch dann, wenn man Resonanzlinien gesigneter Atome anregt. Die Wellenldnge der
Strahlung Idsst sich durch die Art des Flillgases einstellen z.B. Quecksilber (185 nm, 254nm), Stickstoff
(337nm-415 nm), Selen (196nm, 204nm, 206 nm), Arsen (189nm, 193 nm), Jod (183 nm), Xenon (119nm,
130nm, 147 nm), Krypton (124 nm). Wie bei anderen Gasentladungen empfiehlt sich auch die Mischung
verschiedener Gasarten.

Neben diesen Liniensirahlern, die die Spekirallinien abstrahlen, sind insbesondere auch Strahler mit
Gasen bzw. Gasgemischen von Interesse, in denen Excimer-Strahlung entstent. Als Beispiele seien die
Edelgase und Edelgas-Halogenmischungen genannt.

Der Vorteil dieser Strahler liegt in der flichenhaften Abstrahlung grosser Sirahlungsleistungen mit
hohem Wirkungsgrad. Fast die gesamte Strahlung ist auf einen oder wenige Wellenldngenbereiche
konzentriert.

Ein bedeutendes Anwendungsfeld flir diese UV-Hochleistungssirahler ist die Trocknung und/oder
Aushértung von Lacken, Farben und &hnlichen Beschichtungen, welche Photoinitoren enthalien, auf band-
oder folienartigen Trigern aus Papier oder Kunsistoff oder auf anderen, eher kompliziert geformten
Werkstlicken wie M&belstlicken etc.

Bei solchen Trocknungs- bzw. Aushdriungsanlagen werden die Trdger bzw. Werkstlicke in einer Art
Behandlungskammer in definiertem Abstand an grossfléchigen UV-Strahlern vorbeigefiihri.

Weil nun die Einwirkungsdauer der UV-Strahlung einen massgebenden Einfluss auf die Produktivitat
derartiger Anlagen hat, besteht ein grosses Bedlirfnis nach leistungsféhigen strahlern mit kurzen Einwir-
kungszeiten.

QURZE DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Bestrahlungseinrichtung mit einem UV- oder VUV-
Strahler zu schaffen, der sehr kurze Einwirkungszeiten ermd&glicht und dariiber hinaus einen einfachen und
wirtschaftlichen Aufbau ermdglicht.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemiss dadurch geldst, dass die eine Elektrode vom dem ihr unmittel-
bar benachbarten Dielekirikum beabstandet ist, derart, dass die Ankopplung der elekirischen Energie von
dieser einen Elektrode in den Entladungsraum im wesentlichen kapazitiv erfolgt, so dass sich neben den
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Entladungen im eigentlichen Entladungsraum, die flir die Erzeugung von UV- bzw. VUV-Strahlung verant-
wortlich sind, auch im Aussenraum elekirische Entladungen ausbilden, die neben der im Entladungsraum
entstehenden Strahlung zusatzlich auf die besagten Beschichtungen katalytisch einwirken.

Insbesondere bei der Trocknung und Hértung von Farben und Lakken hat sich gezeigt, dass bei einem

mit normaler Umgebungsluft erfllltem Behandlungsraum die Reaktionsprodukte der in sich in diesem Raum
ausbildenden "Aussenentladungen"- hauptsdchlich Ozon und Stickoxide - einen nicht vorhersehbaren
beschleunigenden Einfluss auf den Trocken- bzw. Aushdrtungsprozess der Beschichtung ausliben. Voraus-
setzung ist dabei im wesentlichen lediglich, dass diese Reaktionsprodukie der "Aussenentladungen” die
UV-Strahlung nur unwesentlich oder gar nicht absorbieren.
Eine weitere, gleichfalls eher Uberraschende Erkenntnis besteht darin, dass der Strahler mit vergleichweise
niedrigeren Frequenzen der Speisespannung betrieben werden konnte (£ 20 - 30 kHz) und um weniger als
eine Grossenordnung weniger (UV- Strahlungs-)Leistung aufgewendet werden musst. Die erforderlichen
Wechselspannungen hingegen mussten bei typischen Strahlergeometrien eher héher (2 3 kVolit) sein, um
"Aussenentladungen” sicher zu erzeugen und geniigend Reaktionsprodukte zu erzeugen.

Der Vorteil der Erfindung ist insbesondere darin zu sehen, dass die im Entladungsraum erzeugte
Strahlung nahezu vollstdndig ausgenutzt werden kann und dass kompakte Bestrahlungseinrichtungen
gebaut werden kdnnen, aus denen keine UV-Strahlung nach aussen tritt.

Ausflihrungsbeispiele der Erfindung sowie die damit erzielbaren Vorteile werden nachfolgend anhand
der Zeichnung n&her erldutert.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

In der Zeichnung sind Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung schematisch dargestellt, und zwar zeigt:

Fig.1 ein erstes Ausflhrungsbeispiel der Erfindung in Gestalt einer Bestrahlungseinrichtung mit
einem nach beiden Seiten abstrahlenden Flachstrahler im Querschnitt;

Fig.2 einen Querschnitt durch eine Bestrahlungseinrichtung mit einem einseitlg abstrahlenden Flach-
strahler;

Fig.3 ein Ausflihrungsbeispiel einer zylindrischen Bestrahlungseinrichtung mit einem &usserem
Behandlungsraum im Schnitt;

Fig.4 ein Ausflihrungsbeispiel einer zylindrischen Bestrahlungseinrichiung mit einem inneren Be-
handlungsraum im Schnitt, die insbesondere zur Behandlung von drahtartigem Gut geeignet
ist;

Fig. 5 gine Kombination der Bestrahlungseinrichtungen nach Fig.3 und 4 mit einem nach innen und
aussen strahlenden UV-Sirahler und innerem und &usserem Behandlungsraum.

WEGE ZUR AUSFUHRUNG DER ERFINDUNG

Die Bestrahlungsejnrichtung nach Fig. 1 besteht im wesentlichen aus zwel voneinander beabstandeten
Platten 1,2 aus dielektrischen Material, z.B. Quarzglas, welche den Entladungsraum 3 begrenzen. Von den
Platten 1 und 2 beabstandet sind Elekiroden 4,5 in zwei Behandiungsrdumen 8, 7 angeordnet, die nach
aussen hin von Winden 8 und 9 begrenzt sind. Die Elektroden bestehen im Beispielsfall aus einem
vergleichsweise weitmaschigen Drahtnetz, mit einer Maschenweite um 10 x 10 mm?2. Der mittlere Abstand
der Drihte 4,5 von den Platten 1,2 soll grosser sein als der halbe Drahtdurchmesser D, typischerweise
unter 1 mm oder wenig darliber liegen. Ein auf das Dielekirikum 1 bzw. 2 aufgelegtes und an den
Plattenrdndern eingespanntes Drahinetz erflillt beispielsweise diese Bedingungen: das Drahinetz liegt
ndmlich aufgrund der randseitigen Einspannung nur lokal auf dem Dielekirikum auf. Die sich dadurch
einstellenden Inhomogenitédten der "Aussenentladungen" sind dabei flir den Prozess vernéchléssigbar.

Die Elektroden 3 und 4 sind jewsils unter sich parallelgeschaltet - bei einem Drahinetz ist diese
Bedingung von selbst gegeben - und je mit den Polen einer Wechsslstromquelle 10 mit einsteilbarer
Frequenz und Amplitude der Ausgangsspannung verbunden.Diese Wechselstromquelle 10 entspricht grund-
sétzlich jenen, wie sie zur Anspeisung von Ozonerzeugern verwendet werden. Typisch liefert sie eine
einstellbare Wechselspannung in der Grdssenordnung von mehreren kVolt, vorzugsweise 210 kVolt, bei
Frequenzen bis in den MHz-Bereich, abhingig von der Elektrodengeometrie, Druck im Enfiadungsraum und
Zusammensetzung des Fiiligases.

Zwischen den Elekiroden 4 und 5 und den Geh3usewdnden 8 bzw 9 ist das zu behandelnde Gut, im
Beispielsfall ein bahnférmiger Trager 11 bzw. 12 mit einer Lack- oder Farbschicht 13 bzw. 14 angeordnet,
weiche Schichten UV-h3rtende Substanzen mit Photoinitiatoren enthalten.

Der Entladungsraum 3 zwischen den Platten 1 und 2 ist mit einem unter Entladungsbedingungen
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Strahlung aussendenden Fiillgas gefilit, z.B. Quecksilber, Edelgas, Edelgas-Metalldampf-Gemisch,
Edelgas-Halogen-Gemisch, gegebenenfalls unter Verwendung eines zusétzlichen weiteren Edelgases, vor-
zugsweise Ar, He, Ne, Xe als Puffergas.

Je nach gewlinschier spekiraler Zusammensetzung der Strahlung kann dabei eine
Substanz/Substanzgemisch geméss nachfolgender Tabelle Verwendung finden:

Filllgas Strahlung

Helium 60 - 100 nm

Neon 80 - 90 nm

Argon 107 - 165 nm

Argon + Fluor 180 - 200 nm

Argon + Chlor 165 - 190 nm
Argon+Rrypton+Chlor 165 - 190 nm, 200 - 240 nm
Xenon 120 - 180 nm

Stickstoff 337 - 415 nm

Krypton 124 nm, 140 - 160 nm

Krypton + Fluor 240 - 255 nm
Krypton + Chlor 200 - 240 nm

Quecksilber 185 nm, 254 nm, 295 - 315 nm
365 nm, 366 nm
Selen 196, 204, 206 nm
Deuterium 150 - 250 nm
Xenon + Fluor 340 - 360 nm, 400 - 550 nm
Xenon + Chlor 300 - 320 nm
Daneben kommen eine ganze Reihe weiterer Fiiligase in Frage: {

- Ein Edelgas (Ar, He, Kr, Ne, Xe) oder Hg mit sinem Gas bzw. Dampf aus F», J2, Bra, Clz oder eine
Verbindung, die in der Entladung ein oder mehrere Atome F, J, Br oder Cl abspaltet;

- ein Edelgas (Ar, He, Kr, Nr, Xe) oder Hg mit Oz oder einer Verbindung, die in der Entladung ein oder
mehrere O-Atome abspaltet;

- ein Edelgas (Ar, He, Kr, Ne, Xe) mit Hg.

Bei Anliegen einer Spannung zwischen den Elektroden 4 und 5 bildet sich eine Vielzah! von Entladun-
gen im Entladungsraum 3 aus. In diesen Entladungen kann die Elekironenenergieverteilung durch Dicke der
dielektrischen Platten 1,2 und deren Eigenschaften, Abstand der Platten 1 und 2, Druck und/oder Tempera-
tur optimal eingestellt werden. Die Entladungen strahlen das UV-Licht ab, das dann durch die transparenten
Platten 1 und 2 in die unmittelbar angrenzenden Behandlungsrdume 6 und 7 dringt und mit den Schichten
13 und 14 in Wechselwirkung tritt.

Neben diesen Erscheinungen bilden sich aber auch in den Behandlungsrdumen 6 und 7 stille
elektrische Entladungen in den Distanzen zwischen den Elektroden 4 und Platte 1 bzw. Elekiroden 5 und
Platte 2 aus. Diese "Aussenentladungen" produzieren entsprechend der Umgebungsatmosphire Reaktions-
produkte oder lonen - in Luft vornehmlich Ozon und Stickoxide, welche zusammen mit der UV-Strahlung
aus dem Entladungsraum 3 die Hartung der Schichten 13 und 14 massgeblich beschleunigen, quasi als
Katalysator wirken.

Durch Anderung von Entladungsspannung und/oder -frequenz und/oder Abstand und/oder Verteilung
der Elekiroden kdnnen entweder viele Nebenprodukie (starke Aussenentladungen bei hoher Spannung)
oder nur vernachldssigbar wenig bis gar keine Nebenprodukte erzeugt werden.
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Anstelle eines beidseitig abstrahlenden Strahlers, wie er in Fig.1 dargestellt ist, ist es mdglich eine
Bestrahlungseinrichtung mit einem nur einseitig abstrahlenden UV-Strahler und demgemiss nur einem
einzigen Behandlungsraum zu realisieren. Diese Ausflihrungsform ist in Fig.2 beispielsweise schematisch
dargestellt. Hier ist der Entladungsraum einerseits von der dielektrischen Platte 1 und einer plattenférmigen
Elekirode 5' begrenzt. Die Wirkungsweise dieser Einrichiung entspricht in allen wesentlichen Punkten
derjenigen nach Fig.1.

Die Erfindung ist selbstversténdlich nicht auf Flachstrahler beschrénkt. Ohne den Rahmen der Erfindung
zu verlassen sind auch zylindrische Bestrahlungseinrichtungen méglich, wie sie in den Figuren 3 und 4
beispielsweise veranschaulicht sind.

Bei der Bestrahlungseinrichtung mit Aussenstrahler ist ein Metallrohr 15, das die eine Elektrode des UV-
Strahlers bildet, von einem Rohr 16 aus dielektrischem Material konzentrisch umgeben. Das Rohr 16
wiederum ist von einer Eletrode 17, die beispielsweise aus rohridrmig gebogenem Drahtgeflecht besteht,
unter Freilassung eines Abstandes D umgeben. Den dusseren Abschluss bildet ein von der Elekirode 17
beabstandetes Aussenrohr 18. Eine derartige Bestrahlungseinrichtung eignet sich beispielsweise zur Be-
handlung von UV-hdrtenden Schichten auf der Innenseite von hohlzylindrischen Gegenstédnden, welche in
den Behandlungsraum 6 eingeschoben sind.

Bei der Ausflihrungsform der Erfindung nach Fig.4 handelt es sich um eine Bestrahlungseinrichtung mit
ginem Innenstrahler. Im Inneren eines Metallrohres 19, das die eine Elekirode des UV-Sirahlers bildet, ist
ein Quarzrohr 16 angeordnet. Der Rraum zwischen den Rohren 16 und 19 bildet den Entladungsraum 3. Im
Innern des Quarzrohres 16 ist - von diesem distanziert - die andere Elekirode 17" angeordnet, die analog
Fig.3 aus einem rohrfGrmigen Drahtgefiecht bestehen kann. Das zu behandelnde Gut ist im Beispielsfall ein
mit einer UV-hirtenden Lacksicht 20 versehener Kupferdraht 21, wie er als Leitermaterial flir die Wickiun-
gen von elektrischen Maschinen und Apparaten verwendet wird.

Die Wirkungsweise der Einrichtungen nach den Figuren 3 und 4 entspricht in allen wesentlichen
Einzelheiten derjenigen nach Fig.1 bzw. Fig.2.

Der Vollstandigkeit wegen sei darauf hingewiesen, dass auch zylindrische Bestrahlungseinrichtungen
mit einem nach innen und aussen sirahlenden UV-Strahler mdglich sind. Diese entsprechen weitgehend
dem in Fig.1 dargestellten Typ, wenn man sich dort die ebenen Platten bzw. Elektroden zu Rohren geformt
denkt. Nach Fig.5 ist der Entladungsraum 3 durch zwei koaxiale Quarzrohre 1r und 2r gebildet. Elekiroden
4r und 5r liegen ausserhalb bzw. innerhalb der Rohre 1r bzw. 2r und sind von diesen analog Fig.1
beabstandet. Den dusseren Abschluss bildet ein Rohr 8r. Der Ringraum zwischen den Rohren 1r ung 8r
bilden den einen (dusseren) Behandlungsraum 6, der Innenraum des Rohres 2r bildet den anderen
(inneren) Behandlungsraum 7r.

Die im vorstehenden beschriebenen Bestrahlungseinrichtungen eignen sich {lr eine Flille von Anwen-
dungen: Trocknung und/oder Hartung von UV-hdrtenden Lacken und Farben fiir Schutz- und Dekorations-
zwecke, Klebeschichten auf Papier- oder Kunstofftrigern, Beschichtungen von Folien oder Platten fiir die
Mé&bel- und Verpackungsindustrie, Polyester-Folien, z.B. Schutzfolien fiir fiir Tastaturen, UV-Vergussmas-
sen, UV-Klarlacke und pigmentierte Lacke flir Datentriiger, z.B. Compact-Discs, UV-Lacke flir Papierbe-
schichtungen.

Patentanspriiche

1. Bestrahlungseinrichtung zur Trocknung und/oder Hértung von Farben, Lacken und &hnlichen Beschich-
tungen (13,14;20) mit mindestens einem UV-Hochleistungsstrahler, vorzugsweise einem Excimer-
Strahler, mit einem mit Fillgas gefllltem Entladungsraum (3), wobei das Fiillgas unter Einfluss von
stillen elektrischen Entladungen Strahiung, vorzugsweise Excimer-Strahlung, aussendet, der Entla-
dungsraum von Winden begrenzt (1,2) ist, von denen mindestens eine Wand aus dielekirischem
Material besteht und fiir die im Entladungsraum erzeugt Strahlung durchidssig ist, mit einem Elektro-
denpaar (4,5) ausserhalb des Entladungsraums (3), einem unmittelbar an eine der Wande des
Entladungsraums angrenzenden Behandlungsraum (6,7), und mit einer an die beiden Elekiroden (4,5)
angeschlossenen Wechselstromquelle (10) zur Speisung der Entladung, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens die eine Elekirode (4,5) vom dem ihr unmittelbar benachbarten Dielekirikum (1,2;16)
beabstandet ist, derart, dass die Ankopplung der elekirischen Energie von dieser einen Elekirode in
den Eniladungsraum (3) im wesentlichen kapazitiv erfolgt, so dass sich neben den Entladungen im
eigentlichen Entladungsraum (3), die fiir die Erzeugung von UV- bzw. VUV-Strahlung verantwortlich
sind, auch im Aussenraum (6,7) elektrische Entladungen ausbilden, die neben der im Entladungsraum
(3) entstehenden Strahlung zusétzlich auf die besagten Beschichtungen (13,14;20) katalytisch einwir-
ken.
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Bestrahlungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Entladungsraum durch
Platten (1,2) oder Rohre (1r,2r;15,16;16,19) begrenzt ist, von denen wenigsten eine bzw. eines aus
dielekirischem Material besteht, und das Flllgas Quecksilber, Stickstoff, Selen, Deuterium oder ein
Gemisch dieser Substanzen allein oder mit einem Edelgas ist.

Bestrahlungseinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Gas Beimengungen von
Schwefel, Zink, Arsen, Selen, Cadmium, Jod oder Quecksilber enthilt.

. Bestrahlungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Entladungsraum durch

Platten (1,2) oder Rohre (1r,2r;15,16;16,19) begrenzt ist, von denen wenigstens eine bzw. eines aus
dielekirischem Material besteht, und das Flillgas unter Entladungsbedingungen Excimer-Strahlung
emittiert und vorzugsweise ein Edelgas, eine Edelgasmischung oder eine Edelgas-Halogenmischung
ist.

Bestrahlungseinrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
zwei Behandlungsrdume (6,7) vorgesehen sind, die sich unmittelbar an den dazwischenliegenden
Entladungsraum (3) anschliessen, wobei jeweils die Elekiroden (4,5;4r,5r) distanziert von den Winden
des Entladungsraums (3) in den Behandlungsrdumen (6,7.6r,7r) liegen (Fig.1 und 5).

Bestrahlungseinrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Entladungsraum (3} und Behandlungsraum (B) vorgesshen ist, wobei der Entladungsraum durch eine
erste Elekirode (5"19)) und eine Platte (1) oder ein Rohr (16) aus dielekirischem Material begrenzt ist,
dass die andere Elekirode (4;17) im Behandlungsraum (8} und distanziert von der Platte bzw. dem Rohr
aus dielektrischem Material angeordnet ist.(Fig.2,3,4).

Bestrahlungseinrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Gut
(11,21) mit den zu behandelnden Schichten (13,14;20) vom Entladungsraum (3;3r) aus gesehen hinter
den filir die UV-Strahlungs transparenten Elekiroden (4,5:4r,5r;17) und mit der Schichiseite den
Elektroden zugewandt im Behandlungsraum (6,7;6r,7r) angeordnet ist.

Bestrahlungseinrichtung nach einem der Anspriich 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektro-
den (4,5;4r,5r;17) aus Draht oder Drahtgeflecht bzw. Drahigewebe bestehen.

Bestrahlungseinrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der mittlere Abstand (d) der
Drahte vom Dielektrikum (1,2) grosser ist als der halbe Drahtdurchmesser (D).
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